
ZnO透明導電膜の低温成膜プロセス技術の開発

言語: Japanese

出版者: 室蘭工業大学地域共同研究開発センター

公開日: 2016-12-08

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 植杉, 克弘, 古川, 雅一, 鈴木, 摂

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10258/00009100URL



－　　－43

Development of a Low-Temperature-Deposition Technique
of Transparent Conducting ZnO Films
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